
NAND 存储芯片品牌分类：

         SanDisK

             闪迪

 SanDisk Corporation

闪迪 -美国(SanDisk Corporation)

        SK hynix

             海力士

 

二、海力士 (SK hynix)-韩国

                       SEC

             三星 (SAMSUNG)

 

一、 (SAMSUNG三星 )-韩国

                    TOSHIBA

                 东芝 (Toshiba)

东芝 Toshiba)-日本(

                          M

                  镁光Micrcon

 

镁光Micrcon-美国

                    

                 铠侠 (Kioxia)

东芝 子公司 ： 铠侠 (Kioxia)-日本

                    

                 

                   YMTC

                  长江存储

长江存储 (YMTC)-中国    

                    

                       Hi

                      海思

海思 (Hisilicon)-中国   

存储芯片品牌分类：

                    

                       FORESEE

                         江波龙

FORESEE 江波龙 -中国   SCY  时创意 -中国   

                    

                 

                   SCY 

                  时创意

存储芯片品牌分类：



NAND 存储芯片类型分类：

1、eMMC(低速内存)单独内存颗粒

      常规锡球：153 #  169#  186/221#

2、UFS(高速内存)单独内存颗粒

      常规锡球：153 #  169#  

3、eMCP(低速内存+运行内存)二合一

4、uMCP(高速内存+运行内存)二合一

153 #

国际大厂：三星 (Samsung)、SK海力士 (SK Hynix)、铠侠 (Kioxia)、

西部数据 (Western Digital)、美光 (Micron)、金士顿 (Kingston)。

中国厂商：江波龙 (Longsys)、佰维存储 (Biwin)、时创意 (SCY)、

宏旺半导体 (Macronix)、长江存储 (YMTC)。

153 #

国际大厂：韩国：三星 (Samsung)、SK海力士 (SK Hynix)

美国：美光 (Micron)、西部数据 (Western Digital)

日本：铠侠 (Kioxia)

中国厂商：长江存储 (YMTC) 江波龙 FORESEE 

佰维存储 (BIWIN)  时创意 (SCY)



四、 (SanDisk Corporation)闪迪 -美国

        H9开头第五位

C=8G     D=16G      E=32G

F=64G    1=128G    4=256G

4=512G

             

 

二、海力士 (SK hynix)-韩国

一、 (SAMSUNG三星 )-韩国    

三、 (东芝 Toshiba)-日本

NAND 存储芯片容量标注方式：

        KL开头第四位

8=8G       A=16G    B=32G

C=64G    D=128G    E=256G

F=512G

             

 

        旧版本Th开头第七  八位

G5=4G        G6=8G       G7=16G    

 G8=32G     G9=64G     T0=128G    

T1=256G     T2=512G    T3=1T

新版本看特定的数字

 
3236=32G 

3243=64G  3234=64G  3227=64G  

4226=64G 

4227=128G  3244=128G  4228=128G  

3223=256G  3245=256G  4229=256G 

4236=512G 

G5

1

D

        最后代码数字

8G =8G        16G=16G       32G=32G

64G=64G    128G=128G   256G=256G

512G=512G

             

 



五、镁光Micrcon-美国

四、 (SanDisk Corporation)闪迪 -美国

        第二行代码 对应下方表格

 





5、RAM运行内存手机主板分类：

496球银色盖子

496锡球 CPU上层黑色盖子

(RAM运行内存)

型号：H58G76BK8HX095-16G    

品牌：SKhynix   海力士

型号：THGJFJT1E45BATP-256G    

品牌：Kioxia   铠侠

153锡球 UFS  内存

双层CPU496锡球 上层黑色盖子

(RAM运行内存)

型号：H58GG6MK6G-12G    

品牌：SKhynix   海力士

单独153锡球 内存

品牌：SKhynix   海力士

型号：HN8T25DEHK-256G    

               12+256G
12G运行内存+256G存储内存

               16+256G
16G运行内存+256G存储内存

红米 REDMI 9A

单独153锡球 内存

品牌：SEC   三星

型号：KLHCG4JETD-     64G

单独CPU

品牌：MTK

型号：MT6762V 

单独200锡球运行内存
品牌：SEC   三星

型号：K4UBE3D4AAMCLG-    4G 

双层CPU

单层CPU

黑色盖子

               12+256G
12G运行内存+256G存储内存

HW mate60

白色盖子

双层CPU496锡球 上层白色盖子

(RAM运行内存)

型号：X4BN  WRRD  71XD5W   12G

X6  X7  X8  X9  WRRD  37XWRBEXOF  16G   

品牌：SKhynix   海力士

HW mate70

1) 白色盖子(CPU上层)

2) 黑色盖子(CPU上层)

单独153锡球 内存

品牌：SKhynix   海力士

型号：256G/512G/1T    

3) 单独运行内存黑色盖子

双层CPU
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